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Abstract 



1. Process for manufacturing a thin-film hybrid circuit having contact areas for external connections and/or 
components, characterized in that : a) a thin-film circuit including conductor tracks (3) and contact areas (4, 
5) is completely vapour-deposited or sputtered through masks onto a substrate (1) coated with a base oxide 
(2), b) an inorganic protective layer (6) is uniformly vapour-deposited or spluttered onto the thin-film circuit 
for the purpose of passivation in the same vacuum process, c) the circuit is annealed in air, d) a photoresist 
layer (7) is deposited and photolithographically laid bare at the contact areas (4, 5), e) the photoresist layer 
(7) is cured, f) the inorganic protective layer (6) is etched away at the site of the contact areas (4, 5). 
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© Dunnschichthybridschaltung 



Bei dieser Dunnschichthybridschaltung ist eine Passivier* 
doppelschicht, bestehend aus einer unteren anorganischen 
Schutzschicht (6), beispielsweise aus AI2O3, Si 3 N 4 oder Glas 
und einer oberen geharteten Photolackschicht (7) zum 
Schutz der Dunnschichtschaltung vor Oxidation, Korrosion, 
Wasserdampfdiffusion, mechanischer Beschadigung und 
chemischen Badern vorgesehen. Die zum Anschlufc externer 
Leitungen und/oder einzelner Bauelemente dienenden Kon- 
taktflachen (4. 5) werden dabei photolithographisch bzw. 
durch Atzen freigelegt. 
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Anspr flohe 

1. DUnnschichthybridschaltung mit Kontaktf ISchen 
fUr externe Anschlttsse und/oder Bauelemente, dadurch 
gekennzeichnet, dafl auf die vollstSndig aufgedampfte 
bzw. aufgesputterte Dtlnnschichtschaltung (1,2,3,4,5) 
eine anorganische Schutzschicht (6) mit darttberliegender 
gehSrteter Photolaoksohicht (7) als Passivierdoppel- 
schicht aufgebracht ist, wobei die Kontaktf lachen (4,5) 
jeweils freigelegt sind. 

2. DQnnschichthybdridschaltung naoh Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet , daB eine Al203-Schicht als anorga- 
nische Schutzschicht dient. 

3. Dtinnschichthybridsehaltung nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB eine Si3Nn-Schicht als anorga- 
nische Schutzschicht dient. 

4. Diinnschichthybridschaltung nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB eine Glasschicht als anorga- 
nische Schutzschicht dient, 

5. Verfahren zur Herstellung der Diinnschichthybrid- 
schaltung nach einem der vorstehenden AnsprUche, dadurch 
gekennzeichnet, daB die DUnnschichtschaltung zur Passi- 
vierung in einem VakuumprozeB homogen mit der anorgani- 
schen Schutzschicht (6) bedampft bzw. besputtert wird, 
daB danach eine Temperung an Luft erfolgt, daB anschlie- 
Bend eine Photolackschicht (7) aufgebracht und an den 
KontaktflSchen (4,5) photolithographisch freigelegt 
wird, daB di Photolackschicht danach gehSrtet wird und 
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daB die anorganische Schutzschioht (6) auf den Kontakt- 
flSchen anschlieflend weggeStzt wird. 



6* Verfahren nach Anspruoh 5, dadurch gekennzeich- 
net, daB die KontaktflSchen chemisch vernickelt und/oder 
vergoldet werden. 
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DUnnsehichthybridschaltung 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Dflnnschichthybrid- 
schaltung gemSfi dem Oberbegrif f des Anspruchs 1 . 

Eine solche DQnnschichthybridschaltung ist aus 
H.-J. Hanke, H. Fabian, "Technologie elektronisches Bau- 
gruppen", 3. Auflage 1982, VEB Verlag Technik, Berlin, 
Seite 92 bekannt. Dort sind beispielsweise auf einem 
Substrat Leiterbahnen, Widerstande und Kondensatoren in 
DQnnschichttechnik aufgedampft bzw. auf gesputtert , 
wShrend zum Anschlufi aktiver Bauelemente, z.B. Transi- 
storen, wie auch zum Anschlufi externer Leitungen Kon- 
taktflSchen vorgesehen sind* 

FUr derartige DUnnschichthybridschaltungen ist eine Pas- 
sivierschicht aus mehreren GrQnden wttnschenswert . Die 
aufgedampften bzw, aufgesputterten Strukturen sind nicht 
hinreichend kratzfest und werden daher leicht wShrend 
eines Besttickungs- und u Packaging f, -Prozesses (Einbau in 
ein GehSuse) beschSdigt. Ferner korrodier n die Kupf r- 
und auch Aluminium-Leiterbahnen der Dttnnschichtschaltung 
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bei ISng r r Lagerung an feuchter Luft. 

Desweiteren oxidieren freiliegende Kontaktfiachen aus 
Nickel, die spSter verniokelt und/oder vergoldet werden 
sollen, beim TemperprozeB an Luft, so dafl die chemische 
Nachverstarkung behindert ist. Ferner werden bei der 
chemisohen Nachverstarkung von Kontaktfiachen (Bond- und 
L5tpads) die Isolationsschichten (z.B. AI2O3) von Lei- 
terbahnkreuzungen oder DUnnschichtkondensatoren von den 
(meistens) nicht-neutralen Badern angegriffen. 

Zur Erh6hung der Kratzfestigkeit und zum Schutz gegen 
die nicht-neutralen Bader der chemisohen Nachverstarkung 
von Kontaktfiachen ist eine dicke organische Schicht 
(z.B, Photolack) eine geeignete Passivierung. Da diese 
jedoch den TemperprozeB (typische Temperaturen 300 bis 
350°C) nicht unbeschadet Ubersteht und auch nicht hin- 
reichend dicht gegen Wasserdampf diffusion ist, empfiehlt 
stch zur Vermeidung einer Korrosion der Leiterbahnen und 
einer Oxidation der Kontaktfiachen eine anorganische 
Schicht (z.B. AI2O3 oder Si3Nii). Diese wiederum ist 
nicht geniigend kratzfest und nicht resistent gegen 
chemische Bader. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Passi- 
vierschicht fiir eine DUnnschichthybridschaltung der ein- 
gangs genannten Art anzugeben, die gleichzeitig genUgend 
kratzfest, bestandig gegen chemische Bader, dicht gegen 
Wasserdampf diffusion und temperaturbestandig bis ca. 
350OC ist. 

Diese Aufgabe wird durch die im Anspruch 1 gekennzeich- 
neten Merkmale gelost. 

Die mit der Erfindung erzielbaren Vorteile bestehen ins- 
besondere darin, daB durch die Passivierschichtfolge 
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(anorganische Schutzschicht und gehSrtete Photolack- 
schicht) ein Schutz der Dttnnschichthybridsohaltung vor 
Oxidation, Korrosion, Wasserdampf diffusion, mechanischer 
BeschSdigung und chemischen BSdern gewfihrleistet ist. 

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sowie ein 
Verfahren zur Herstellung der DUnnschichthybridschaltung 
sind in den Unteranspruchen gekennzeichnet . 

Die Erfindung wird nachstehend anhand der in den Zeich- 
nungen dargestellten AusfUhrungsform erlSutert. 

In den Figuren 1 bis 6 sind dabei die einzelnen Verfah- 
rensschritte zur Aufbringung der Passivierschichtfolge 
fur DQnnfilmschaltungen dargestellt. 



Als Ausgangsschaltung dient die in Fig. 1 dargestellte 
vollstSndig aufgedampfte bzw. aufgesputterte DUnn- 
schicht schaltung. Auf einem Substrat 1 (z.B. Glas) sind 
dabei eine Grundoxidschicht 2 und darauf beispielsweise 
eine Leiterbahnschieht 3 aufgebracht. Die Leiterbahn- 
schicht 3 ist mit einer KontaktflSche (Bond- Oder L6t- 
pads), bestehend aus einer auf der Grundoxidschicht 2 
aufgebrachten NiCr-Schicht 4 und einer dartiberliegenden 
Ni-Schicht 5 verbunden. 



In einem VakuumprozeB wird die DQnnschichtschaltung ho- 
mogen mit einer anorganischen Schutzschicht 6, z.B. 
A1 203, Si3N4 oder Glas bedampft bzw. besputtert, was zu 
der in Fig. 2 dargestellten Schaltung filhrt. Die anorga- 
nische Schutzschicht 6 schtltzt die metallischen Schich- 
ten, wie Leiterbahnschieht 3 oder Ni-Schicht 5 beim sich 
anschlieflenden TemperprozeB gegen Oxidation. Die Tempe- 
rung der Schaltung wird an Luft bei einer Alt rungst m- 
peratur von 300 bis 350oc vorgenommen und dient zur Sta- 
bilisierung der Widerstande d r Dtinnschichtschaltung, 
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d.h. zur Erzielung einer hohen Langz itkonstanze und 
einer geringen Temperaturdrif t . 

Die so abgedeckte und getemperte Schaltung wird in einem 
nSchsten Verfahrensschritt homogen mit einer Photolack- 
schicht 7 beschichtet, was zu der in der Fig. 3 darge- 
stellten Schaltung ftihrt. Anschliefiend werden die Kon- 
taktflSchen (Schichten 4,5) der Schaltung durch Belich- 
tung durch eine Maske und darauffolgende Entwicklung 
photolithographisch freigelegt, wie in Fig. 4 gezeigt 
ist. 

Als nSchster Verfahrensschritt folgt die HSrtung der 
Photolackschicht 7 bei einer Temperatur, die h5her als 
die bei der Verietung der KontaktflSchen auftretende 
LSttemperatur ist. 

Anschliefiend wird die anorganische Schutzschicht 6 
(AI2O3, Si^n Oder Glas) auf den KontaktflSohen 
(NiCr-Schicht 4, Ni-Schicht 5) weggeStzt, was zu der in 
Fig. 5 dargestellten Schaltung ftthrt. Danach liegen die 
Kontaktfiachen mit einer nicht oxidierten OberflSche zur 
chemischen Vernickelung und/oder Vergoldung vor. Bei- 
spielsweise kann die Ni-Schicht 5, wie in Fig. 6 darge- 
stellt, mit einer weiteren Ni-Schicht 8 und einer dar- 
Uberliegenden Au-Sohicht 9 versehen werden. Diese "che- 
mische NachverstSrkung" kann auch in nicht-neutralen 
BSdern erfolgen. 

Die so hergestellte Passivierschichtfolge (anorganische 
Schutzschicht 6 und geh&rtete Photolackschicht 7) be- 
sitzt folgende Vorteile: 

Die anorganische Schutzschicht 6 ist temperaturbestSndig 
und dicht gegen Wasserdampf . Sie Qbernimmt den Schutz 
der Schaltung gegen Oxidation beim Tempern und gegen 
Korrosion durch Luftfeuchtigkeit (Langzeitstabilitat) . 
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Die gehSrtete Photolacksohicht 7 ist hinreichend wisch- 
und kratzfest, d.h. bestSndiger gegen mechanische Be- 
schSdigung. Sie ist photolithographisch strukturierbar 
und resist ent gegen nicht-neutrale BSder. Dadurch ermSg- 
lioht sie an den KontaktflSohen eine selektive Xtzung 
der anorganischen Schutzschicht 6 und schQtzt die rest- 
liche Schaltung wShrend der chemischen NachverstSrkung 
der KontaktflSohen. Darttberhinaus wirkt sie beim Be- 
sttlckungsprozeB als LStstopschicht . 
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